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1) Un metal cuya funcién trabajo es 4eV, que es bombardeado con fotones de A=0,1 nm, emite electrones en
todas direcciones. A) Que tipo de fendomeno serd mas probable en estas condiciones: efecto fotoeléctrico o
efecto Compton? Justificar la respuesta. B) Cual serd la maxima cantidad de movimiento de los electrones
dispersados. C) Cual seria si se bombardeara con fotones de 300 nm?

2) Un sistema de electrones a T = OK se encuentra dentro de un prisma de lados a, b, ¢
' 3n’r’

(b = ¢ = a/3). La energia del sistema es ——— . Posteriormente, se irradia con fotones de 2
ma’® m

de energia.

2
a

a) Indicar la cantidad de electrones que se encuentran dentro del pozo. Justificar.
b) Hacer un diagrama de energias para el estado fundamental y el que resultara luego de irradiarlo.

3) Una pastilla de Ge ha sido dopada con N 4tomos de B por m>. A 200°K se han ionizado 2/3 de las
impurezas. Calcular los valores de Er, n, p y Na. Hacer un esquema de bandas que represente esta situacion
donde se respete la escala de energia y se asigne valores a los niveles. Hacer una representacion (para toda T)
de Inc vs 1/KT para este semiconductor sefialando en el grafico con un punto la conductividad a 200K y con
otro la correspondiente a 600K.

Eg=0,66eV, Ei=0,010eV, m*, =0,28 my y m*, =0,86 my son las masas efectivas de huecos y electrones.




